
































































































































stellt. In diesem Fall arbeitet die Stufe mit
ihrer optimalen Verstirkung. Stirkere Tri-
ger erzeugen eine hohere Richtspannung an
R 14, und die resultierende Basisvorspan-
nung verschiebt sich in positiver Richtung.
Die Folge ist eine geringere Verstirkung
des Transistors AF 105a.

Die Sdaltung des zweiten Bandfilters
unterscheidet sich nicht von der des ersten;
lediglich der Schaltkontakt zum Uberbriik-
ken des gerade nicht benutzten Kreises liegt
anders, wie aus Bild 76 hervorgeht. Im
Gegensatz zum ersten Filter iiberbriickt man
hier den AM-Zf-Primaérkreis.

Der zweite AM-Zf-Transistor erhilt iiber
die Widerstinde R8 und R9 eine feste
Basisvorspannung. In seinem Kollektorkreis
liegen die beiden Zf-Kreise ohine Umsdhalt-
kontakt hintereinander. Fiir die AM-Zwi-
schenfrequenz wird hier kein Bandfilter,
sondern der Einzelkreis L 16/C14 verwen-
det, von dem man die Zf-Spannung trans-
formatorisch mit Hilfe der Spule L 17 aus-
koppelt und der Demodulatordiode OA 160
zufithrt. Im Vergleich zu der im Abschnitt
3.1 beschriebenen, réhrenbestiickten Zf-Ver-
stirkerschaltung sind ein wesentlich kleine-
rer Arbeitswiderstand (R 14 mit 4,7 kQ) und
ein erheblich gréBerer Ladekondensator
(C 17 mit 4,7 nF) eingesetzt, weil die Halb-
leiterdiode einen kleineren DurchlaB- und
Sperrwiderstand aufweist als eine Réhren-
diode.

Die Funktionsbeschreibung des AM-Zf-
Verstirkers nach Bild 768 hat gezeigt, daB
hier auf eine Neutralisation verzichtet wor-
den ist, obwohl der Verstirker in Emitter-
schaltung arbeitet und demnach iiber die
Kollektorbasiskapazitit eine .fest einge-
baute“ Riickkopplung wirksam sein miiBte.
Der Grund fiir den Verzicht auf die Neu-
tralisation sind die verhiltnismiBig groBen
Kreiskapazititen, die eine geniigende Sta-
bilitit ohne Neutralisation gewihrleisten.
Die spiiter beschriebenen Varianten enthal-
ten zum Vergleich ein Beispiel mit Neutrali-
sation.

Funktionsbeschreibung FM

Zunichst sei die Aufgabe der Widerstinde
R1, R5 und R 10 untersucht, die jeweils im
Kollektorkreis der drei Transistoren vor
den Primérkreisen der Bandfilter liegen. Bei
neuzeitlichen Hf-Transistoren betrigt die
statische Kollektorkapazitit etwa 2...3 pF.
Sie ist also an sich nicht weiter stérend,
wenn man davon absieht, daB sich der
relativ kleine Kapazititswert zum normalen
Schwingkreiskondensator addiert. Der Auf-
bau eines Transistors mit Grenzschichten
bringt es jedoch mit sich, daB die Kollektor-
kapazitidt stark von der Hohe der Kollek-
torspannung abhingt. Dieser Zusammen-
hang ldBt sich am besten an einem Beispiel
aus der Rohrentechnik erkléren.

Bei geregelten Rohren muB man oft ein
Mittel gegen die von der negativen Gitter-
vorspannung abhingige Eingangskapazitit
Cgx anwenden. Die Elektronen treten aus
der Katode aus und bilden die bekannte
Raumladungswolke. Bei hoher negativer
Vorspannung wird die dem Gitter zuge-
wandte Seite der Wolke stark in Richtung
zur Katode zuriickgedréngt, so daB es nur
wenigen Elektronen gelingt, durch ,die
Maschen“ des Gitters hindurchzuschliipfen.
Wenn wir ein KapazititsmeBgerit zwischen
Gitter und Katode anlegen, so messen wir
nicht die Kapazitdt zwischen den ,metalli-
schen“ Elektroden. Der Beweis 1dBt sich mit
einer defekten Rohre mit zerstortem Glas-
kolben leicht antreten, weil dann ndmlich
eine geringere Kapazitidt angezeigt wird. An
einer intakten Rohre messen wir vielmehr
die Kapazitit zwischen der ,metallischen*
Gitterelektrode und der Oberfliche der
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Bild 77. Variante einer AM-FM-Zf-Ver-
stdrkerstufe, die fiir beide Bereiche in
der Basisschaltung arbeitet
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Bild 78. Variante einer AM-Zf-Verstirkerstufe
in neutralisierter Emitterschaltung
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Bild 79. Variante dhnlich der in Bild 78, jedoch
mit getrennter Neutralisationswidclung
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Bild 80. Betsplel einer AM-FM-Z{~ Ug
Verstdrkerstufe in Emitterschaltung
ohne Neutralisation

Raumladungswolke, die ja aus leitfihigen
Elektronen besteht und daher in ihrer Ge-
samtheit als mit der Katode verbundene
Elektrodenoberfliche wirkt. Bei niedriger
negativer Vorspannung dringt die Raum-
ladungswolke in Richtung Gitter vor, also
wird die Kapazitit Cgy groBer.

Im Transistor spielen sich zwar grund-
legend andere physikalische Vorginge ab,
als in der Rohre. Trotzdem ist die bildliche
Vorstellung einer Raumladungswolke ge-
stattet, ja sie hat eigentlich im Halbleiter
noch mehr Berechtigung, bei dem die La-
dungstrigerdichte gewissermaBen zum Prin-
zip erhoben ist. So kann man hier wie dort
leicht einsehen, daB bei geringer Spannungs-
differenz eine groBe Kapazitiit entsteht und
umgekehrt. In einer Hf- oder Zf-Verstirker-
stufe mit Transistoren muB man daher die
dynamische Kollektorkapazitit beriicksichti-
gen, die nach unserer Schilderung von der
Héhe der Kollektorwechselspannung abhin-
gig ist. Die Widerstinde R1, R5 und R 10
sorgen dafiir, daB die dynamische Kollektor-

kapazitit nicht unmittelbar parallel zum
Schwingkreis (L1/C1 in der ersten Stufe)
liegt, so daB der verstimmende EinfluB ge-
ring bleibt.

,Eine mangelhafte Entkopplung zwischen
den Zf-Kreisen und der Kollektorkapazitit
wirkt sich u. a. auch unangenehm beim nor-
malen Bedienen eines Empfingers aus.
Angenommen, wir drehen den Abstimm-
knopf so, daB ein gewiinschter Sender zu-
nichst eine zu niedrige Zwischenfrequenz
erzeugt, die nun beim weiteren Drehen
immer hoher wird, z. B. von 10 MHz in
Richtung 10,5 MHz usw. Beim Erreichen der
Resonanzfrequenz 10,7 MHz entsteht in
allen Zwischenfrequenzstufen die hodhste
Zf-Spannung. Nach unseren vorhergehenden
Oberlegungen muB die Kollektorkapazitit
beim Drehen stetig gréBer geworden sein.
Sie erreicht ihr Maximum bei der Resonanz-
lage 10,7 MHz. Drehen wir nun in unver-
inderter Richtung weiter, so verringert sich
die Zf-Spannung und ebenso auch die Kol-
lektorkapazitdt wieder. Eine geringere Ka-
pazitit bedeutet aber ohne Trennwider-
stand ein Verstimmen des Kreises in Rich-
tung zu héheren Frequenzen. Der Empfén-
ger hat von sich aus also das Bestreben, den
durch das Drehen beabsichtigten Vorgang
zu unterstiitzen. Aus diesem Grunde ist
leicht einzusehen, daB der Sender kurz nach
dem Oberschreiten der Resonanzfrequenz
als Folge des sprunghaften Verlagerns der
Zwischenfrequenz nach oben gewisser-
maBen abreiBt.

Wir haben die Funktion der Entkoppel-
widerstinde so ausfiihrlich beschrieben,
weil nunmehr auch verstindlich ist, warum
sie in den einzelnen Stufen einer Schaltung
und auch in verschiedenen Ausfithrungen
der Zwischenfrequenzverstirker so unter-
schiedlich dimensioniert sind. Sie miissen
grundsitzlich groBer sein:

1. in stirker ausgesteuerten Stufen; das
gilt vor allem fiir jene Transistoren, die als
Begrenzer wirken sollen, weil dort voll
durchgesteuert, ja sogar iibersteuert wird;

2. in den Schaltungen, die kleine Laufzeit-
differenzen im Ubertragungsbereich aufwei-
sen miissen.

Die Kollektorkapazitit hat ndmlich nicht
nur verstimmenden EinfluB, sondern sie
verindert auch die Riickwirkung vom Kol-
lektor auf die Basis. Die Forderung nach
kleinen Laufzeitdifferenzen ist besonders in
Hf-Stereoempfingern wichtig, da eine zu
hohe Laufzeitdifferenz die Ubersprechddmp-
fung verschlechtert und den Klirrgrad er-
héht.

Nach der eingehenden Eroérterung der
Funktion der Trenn- oder Entkopplungs-
widerstinde wollen wir uns den weiteren
Einzelheiten der Schaltung zuwenden. Die
zweite FM-Stufe arbeitet in Basisschaltung
— im Gegensatz zur Arbeitsweise im AM-
Bereich, wo wir die Stufe als Emitterschal-
tung kennenlernten. Der Kondensator C6
mit 15 nF wirkt fiir die Frequenz 10,7 MHz
als KurzschluB, so daB die Basis in diesem
Fall an Masse liegt. Ober die Koppelspule
L3 und den Kondensator C4 gelangt die
FM-Z{-Spannung an den Emitter der zwei-
ten Verstirkerstufe. Der Transistor AF 105 a
wird im FM-Bereich nicht geregelt. Die im
Basis- und Emitterkreis angeordneten Wi-
derstinde werden zwar nicht umgeschaltet,
an der Diode OA 160 kann jedoch kein
Signal entstehen, so daB die Widerstinde
R 11, R 15 und R 14 hintereinandergeschaltet
als Teilerwiderstinde zwischen dem unte-
ren AnschluB des Widerstandes R4 und
dem positiven Betriebsspannungs-Anschluf
wirken.

Die folgende Stufe ist mit Ausnahme des
Ratiofilters im Kollektorkreis genauso auf-
gebaut, wie die zuvor besprochene. Auch sie
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arbeitet fiir die FM-Zwischenfrequenz in
Basisschaltung. Der Ratiodetektor wurde
ausfiihrlich im Abschnitt 3.1.3 besprochen,
so daB wir hier auf eine Wiederholung ver-
zichten kénnen.

Varianten

Neben der beschriebenen Schaltung gibt
es einige Varianten, in denen die Basis-
schaltung entsprechend Bild 77 sowohl fiir
den FM- als auch fiir den AM-Bereich an-
gewandt wird.

Die Variante in Bild 78 zeigt eine Stufe
eines Zf-Verstirkers fiir ein AM-Gerit in
Emitterschaltung und mit einer Neutrali-
sation durch den Kondensator C,. Anstelle
der angezapften Kreisinduktivitit kann mit
gleicher Wirkung eine getrennte Neutrali-
sationswicklung L, vorgesehen werden, wie
es das weitere Beispiel in Bild 79 zeigt.
Sowohl die Variante nach Bild 78 als auch
die nach Bild 79 zeigen auBerdem die An-
passung des Zf-Eingangskreises an den nie-

derohmigen Basis-Emitterwiderstand mit
induktiv-transformatorischer Ankopplung.
Neuere Beispiele von Zwischenfrequenz-
verstirker mit Transistoren arbeiten auch
im FM-Bereich hiiufiger in der Emitterschal-
tung, weil sich dann etwas hohere Verstér-
kungsziffern erzielen lassen. Durch relativ
groBe Kreiskondensatoren, wie in unserem
letzten Beispiel einer Variante in Bild 80,
kann man auch dort eine geniigende Stabili-
tit ohne Neutralisation erzielen.
(Fortsetzung folgt)

Tabelle 11 zu 3.2 Transistorbestiickter AM-FM-Zf-Verstarker

Widerstinde, S

1
P und Kond

en in Bild 76; Daten, Bedeutung und Fehlerméglichkeiten

Belast-
ke normaler
Teill Wert Be- Streu- Aufgabe Folge, wenn Wert zu groB Folge, wenn Wert zu klein Bemerkungen
triebs- bereich
spg.
R 1 180Q 0,125 W 100...600 2 Entkoppelwiderstand Empfindlichkeits- und Kreisverstimmung C 1/L 1
Selektionsriidkgang durch dynamische Kollektor-
kapazitat
R 2 1kQ 0,125 W 0,5..3 kR  Emitterwiderstand  Basisvorspannung T 2 zu Basisvorspannung T 2 zu hoch Basisvorspannung auch durch
gering (zu positiv); (zu negativ); Oberlastungs- R3, R4, R11,R14, R15
Verstirkungsverlust gefahr fiir Transistor und im AM-Bereich durch
Diode OA 160 beeinfluft
R 3 1kQ 0,125 W 0,5..56 kQ  Trennwiderstand Basisvorspannung verschiebt Regelzeitkonstante zu klein, ~ Wert verhiltnisméBig
sich in Richtung Plus Verkopplung der 1. und unkritisch
2. AM-Zf-Verstirkerstufe
R 4 100kQ 0,125 W 30...150 k@ Basisvorwiderstand Basisvorspannung zu gering Basisvorspannung zu hoch Basisvorspannung auch durch
(zu positiv) fiir Transistor T 2 (zu negativ); Oberlastungs- R2,R3, R11, R14, R15
Verstirkungsverlust gefahr fir Transistor und im AM-Bereich durch
Diode OA 160 beeinfluBt
RS5 200 0,125 W 150...600 & Entkoppelwiderstand Empfindlichkeits- und Kreisverstimmung L 7/C 7
Selektionsriickgang durch dynamische Kollektor-
kapazitiit
R 8 560Q 0,125 W 100...800 2 Bediéimpfungs- Wert verhiltnisméaBig Verhéltnism#Big unkritisch Fehlt in einigen Schaltungen
widerstand unkritisch
R 7 1kQ 0,125 W 0,5..2kQ  Emitterwiderstand  Basisvorspannung T 3 zu Basisvorspannung T 8 zu hoch Basisvorspannung auch durch
gering (zu positiv); (zu negativ); Oberlastungs- R 8 und R 9 beeinfluBt
Verstiirkungsverlust gefahr fiir Transistor
R 8 33kQ 0,125W 15..50kQ Basisvorwiderstand Wirkung wie fiir R 7 Wirkung wie fir R 7 Basisvorspannung auch durch
R 7 und R 9 beeinfluBt
RS 47k@ 0,125W 3..10kQ  Basisableit- Basisvorspannung T 3 zu hoch Basisvorspannung T 8 Basisvorspannung auch durch
widerstand {zu negativ); Oberlastungs-  zu gering (zu positiv); R 7 und R 8 beeinflubt
gefahr fir Transistor Verstiirkungsverlust
R10 560 Q 0,125 W 300...700 2 Entkoppelwiderstand Empfindlichkeits- und Kreisverstimmung L 13/C 18
Selektionsriidcgang durch dynamische Kollektor-
kapazitit
R11 10kRQ 0,126 W 5..20kQ  Trennwiderstand Basisvorspannung T 2 Basisvorspannung T 2 ver- Basisvorspannung auerdem
AVR verschiebt sich in Richtung schiebt sich in Richtung Plus; 8uch durch R2, RS, R4, R14,
Minus; Oberlastungsgefahr  Verstiirkung srildgang R 15 und im AM-Bereich auch
fdr Transistor durch Diode OA 160 beeinfluit
R12 1k 0,125 W 0,5...5 k@ Entkoppelwiderstand Erst bei starker Wertliber- Unkritisch; evtl. kdnnen Fehlt in einigen Schaltungen
schreitung Verstirkungsriick- Hf-Reste in den Nf-Kanal
gang im FM-Bereich gelangen
R13 33kQ 0,125 W 10..50 k@  Arbeitswiderstand  Ratiodetektor zwar empfind- Ratiodetektor zwar gréBerer  Bei Wertverinderung auch
Ratiodetektor licher, jedoch kleinerer Bereich Bereich der AM-Unter- weiterer EinfluB auf allge-
optimaler AM-Unterdriidkung driidung, jedoch geringere meine Dimensionierung
Empfindlichkeit des Ratiodetektors
R14 47kQ 0,125 W 2...10 k@ Arbeitswiderstand Zeitkonstante Zeitkonstante Demodulator- EinfluB auch durdch C 17
AM-Demodulator Demodulatorglied zu gro8 glied zu klein
R15 22k 0,125W 1.5kQ Hf-Drossel und Bei starker Wertiiber- Bei starker Wertunterschrei-
Entkoppelwiderstand schreitung Verstirkungsriick- tung gelangen Hf-Reste
gang im AM-Bereich in den Nf-Kanal
R16 1000 0,125 W 100...1000 2 Deemphasis- Zu starke Hohenabsenkung Zu schwache Hhenabsenkung Bei Wertunterschreitung
widerstand gelangen evtl. auch Hf-Reste
in den Nf-Kanal
C1 18pF 125V Kreiskondensator Kein Zf-Abgleich méglich: Kein Zf-Abgleich méglich, Kein Streubereich angegeben,
FM-Zf Empfindlichkeits- und Empfindlichkeits- und da Kreiskondensator von L 1
Selektionsriickgang Selektionsriidcgang
C2 22nF 125V Kreiskondensator Wirkung wie fiir C1 Wirkung wie fiir C 1 Wie fir C 1, jedoch von L 4
AM-Zf
C s 30pF 128 V Kreiskondensator Wirkung wie filr C1 Wirkung wie fiir C1 Wie fiir C1, jedoch von L 2
FM-Zf
C 4 25nF 125V 10..50 nF  Koppelkondensator Gefahr zu groBer Eigen- Ungentigender KurzschluB Im AM-Bereich nicht Koppel-,
induktivitiit; sonst unkritisch Emitter gegen Masse dern Emitterkond tor
fir AM-Zf
C&§ 22nF 125V Kreiskondensator Wirkung wie fir C1 Wirkung wie fiir C1 Wie fiir C 1, jedoch zusammen
AM-Zf mitC8von L5
C 8 15nF 125V Kreiskondensator Wirkung wie fiir C1 Wirkung wie fiir C 1 Wie fiir C 1, jedoch zusammen
AM-Zf mit C5von L &

FUNKSCHAU 1966, Heft 13
1081

429



Tabelle 11 zu 3.2 Transistorbestiickter AM-FM-Z{-Verstirker (Fortsetzung)

Widerstiinde, Spulen und Kondensatoren in Bild 76; Daten, Bedeutung und Fehlermaéglichkeiten

Belast-
bar-
. Keit/ normaler N
Teil Wert Be- Streu- Aufgabe Folge, wenn Wert zu groB Folge, wenn Wert zu klein Bemerkungen
triebs- bereich
spg.
C 7 16pF 125 V Kreiskondensator Wirkung wie fiir C 1 Wirkung wie fiir C 1 Wie fiir C 1, jedoch von L 7
AM-Zf
C8 22nF 125V Kreiskondensator Wirkung wie fiir C 1 Wirkung wie fiir C 1 Wie fiir C 1, jedoch von L 10
AM-Zf
C 9 30pF 125 V Kreiskondensator Wirkung wie fiir C 1 Wirkung wie fiir C 1 Wie fiir C 1, jedoch von L 8
FM-Zf
C10 22nF 125V Kreiskondensator Wirkung wie fiir C 1 Wirkung wie fiir C 1 Wie fiir C 1, jedoch zusammen
AM-Zf mit C 11 von L 11
C11 15nF 125 V Kreiskondensator Wirkung wie fiir C 1 Wirkung wie fiir C1 Wie fiir C 1, jedoch zusammen
AM-Zf mit C 10 von L 11
C12 25nF 125V 10...50 nF  Koppelkondensator Gefahr zu groBer Eigen- Ungeniigender KurzschluB Im AM-Bereich nicht Koppel-,
induktivitidt, sonst unkritisch Emitter gegen Masse sondern Emitterkondensator
fiir AM-Zf
C13 20pF 125V Kreiskondensator Wirkung wie fiir C 1 Wirkung wie fiir C 1 Wie fiir C 1, jedoch von L 13
FM-Z{
C14 1nF 125 V Kreiskondensator Wirkung wie fiir C1 Wirkung wie fiir C1 Wie fiir C 1, jedoch von L 18
AM-Zf
C15 50 pF 125 V Kreiskondensator Verzerrungen und zu starkes Verzerrungen und zu starkes Wie fiir C 1, jedoch von L 14
FM-Zf Rauschen im FM-Bereich Rauschen im FM-Bereich
C18 47nF 125V Deemphasis- Zu starke Hohenabsenkung Zu schwache Hohenabsenkung Wirkung auch von R 16
kondensator abhingig
C17 47nF 125V Ladekondensator Hohe Modulationsfrequenzen Geringerer Wirkungsgrad
AM-Demodulator werden kurzgeschlossen des AM-Demodulators,
Hf-Reste im Nf-Signal
C18 47nF 125V  1..100F Siebkondensator KurzschluB fiir Nieder- Ungeniigende Entkopplung BeeinfluBt mit R 15 auch Zeit-
AVR frequenzspannungen im iiber die AVR-Leitung konstante der AVR
oberen Nf-Bereich
C19 47nF 125V  05...100F Ladekondensator Verhalten unkritisch, solange Ungeniigender Kurzschluf
Ratiofilter Eigeninduktivitit klein genug der Hf-Restspannungen
C20 5uF 30/35 V 2...10 uF Summenspannungs- Zeitkonstante fiir Begrenzung Bei starker Wertunterschrei-  Zeitkonstante auch von R 13
Ladekondensator zu groB tung Wirkung des Phasen- abhiingig
diskriminators mehr und
mehr aufgehoben
C21 01uF 125V  0,05...0,5 uF Nf-Koppelkonden- Keine elektrischen Nachteile Tiefenverlust durch HochpaB- Folge fiir ,Wert zu klein* auch
sator wirkung mit nachfolgendem abhéngig vom Eingangswider-
Querwiderstand stand des Nf-Verstirkers
L 1 104uH Kreisspule FM-Zf  Kein Zf-Abgleich moglich; Kein Zf-Abgleich méglich; Kein Streubereich angegeben,
Empfindlichkeits- und Empfindlichkeits- und da Kreisinduktivitdt von C 1
Selektionsriickgang Selektionsriickgang abhiéngig
L 2 78uH Kreisspule FM-Zf Wirkung wie fiir L1 Wirkung wie fiir L 1 Wie fiir L 1, jedoch von C3
abhéngig
L 3 03uH Ankoppelspule Fiir FM sclechte Anpassung Fiir FM schlechte Anpassung
an Transistor, fir AM zu an Transistor, fiir AM keine
hohe FuBpunktinduktivitit Nachteile
des Emitterkondensators
L 4 S55uH Kreisspule AM-Zf Wirkung wie fiir L 1 Wirkung wie L 1 Wie fiir L 1, jedoch von C 2
abhéngig
L 5 64uH Kreisspule AM-Zf Wwirkung wie fiir L1 wirkung wie L 1 Wie fiir L 1, jedoch von C5
und C 8 abhiingig
L 6 04uH Ankoppelspule Uberkritische Kopplung des  Zu stark unterkritische Kopplung auch vom Abstand
Filters Kopplung des Filters L 5 und L 8 abhingig
L 7 104 pH Kreisspule FM-Zf Wirkung wie L1 Wirkung wie L 1 Wie fiir L 1, jedoch von C 7
abhéngig
L8 78uH Kreisspule FM-Zf Wirkung wie L1 Wirkung wie L 1 Wie fiir L 1, jedoch von C 8
abhéngig
L 9 o02pH Ankoppelspule Wirkung wie L3 Wirkung wie L 3
L10 55uH Kreisspule AM-Zf Wirkung wie L1 Wirkung wie L 1 Wie fiir L 1, jedoch von C 8
abhingig
L11 64uH Kreisspule AM-Zf Wirkung wie L1 Wirkung wie L 1 Wie fiir L 1, jedoch von C 10
und C 11 abhingig
L12 0,4 pH Ankoppelspule Wirkung wie L 6 Wirkung wie L 8 Wie fiir L 6, jed. v. L12, L 11
L13 94 uH Kreisspule FM-Zf Wwirkung wie L1 Wirkung wie L 1 Wie fiir L 1, jedoch von C 13
abhéngig
L14 1,2uH Kreisspule Rauschen und Verzerrungen Rauschen und Verzerrungen
Ratiofilter
L15 0,5uH Tertidrspule Dimensionierung Phasen- Dimensionierung Phasen- Folge bei Wertverinderung
Ratiofilter diskriminator gestort diskriminator gestort auch geringere Empfindlich-
keit und Mehrdeutigkeit
der Abstimmung
L1686 80 pH Kreisspule AM-Zf Wirkung wie L1 Wirkung wie L 1 Wie fiir L 1, jedoch von C 14
abhangig
L17 30uH Ankoppelspule Schlechte Anpassung an Schlechtere Anpassung

AM-Demodulator

an AM-Demodulator
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